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論文内容の要旨
本論文は著者が大阪大学大学院工学研究科(電子工学専攻)博士課程に在学中に行なった、半導体
とフェライトの結合に関する研究成果をまとめたもので、 5 章からなもっている。
第 1 章では、増幅器を中心にした固体素子の現状を概観し、半導体とフェライトの結合による固体増幅
器について、他の研究成果と対比しながら説明すると同時に、本研究の課題である両者を用いた固体
マイクロ波素子の開発の目的や意義について述べている。さらに能動的半導体素子とフェライトの結
合として取りあげたフェリ磁性体によるガン発振抑制の問題に関連して、ガン・ダイオードの動作機
構などについても述べている。
第 2 章では、半導体とフェライトによる国体増幅器の一段階として行なった円筒状フェライト中を
伝搬する静磁モードの解析について述べている口二、三の異なった形状に対する分散式を求め、その
数値解から方位角に依存する静磁波の伝搬特性を明らかにしている。特にこれまで殆んど論究されて
いなかった形状効果による表面波の通過帯域の変化、および共鳴周波数におけるこの波の遮断波数の
存在を示し、詳細な検討を加えている。
第 3 章では、従来のガン発振抑制法に対して能動的半導体素子とフェライトの結合に関する研究の
一環として、著者が提案したフェライト装荷法によるガン・ドメインの抑制について述べている。ま
ずこれに関する理論的考察を行ない、ダイオードの側面にフェライトを装荷したときの横方向のガン
発振条件を導出している。さらに実験を行ない、 YIC のフェリ磁性共鳴点でガン発振が抑制されるこ
とを実証している。
第 4 章では、半導体上の板状フェライトに沿って伝搬する表面波の解析について述べている。半導
体の導電率に対して、表面波の分散関係は大きく変化し、後進波特性が現われることを示している。
さらに、半導体に電圧を印加したときに得られる増大波についても検討している。
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第 5 章では、本研究で得られた成果を総括し、今後における問題点や課題を述べている。
論文の審査結果の要旨
本論文でえられた研究成果を要約するとつぎのようである。
(1) 円筒状フェライト中を伝搬する静磁モードの解析を行ない、二、三の異なった形状に対する分散
式を求め、静磁波の伝播特性を明らかにし、特にこれまでほとんど考察されていなかった形状効果
による表面波モードの通過帯域ならびに遮断波数などが明らかにされた。
(2) 損失の小さい YIG単結晶では、フェリ磁性共鳴点で、高い透磁率を示すので、直流磁界を変化さ
せ、ダイオードの発振周波数とフェライトの共鳴周波数を一致させることにより、ガン・ドメイン
の抑制が可能となることを提案すると共に、これを理論的に検討し、フェライト装荷の場合のガン
.ドメインの横方向の生成条件を導出し、その動作を明らかにしている。
また、バルク・プレーナ形ガン・ダイオードを円板状YIG の表面に付着し、この試料を非共振の
同軸型マウント内に固定して実験を行ない、 YIG の共鳴磁界近傍で、ガン・ダイオードの電流発振
振幅が減少することを認め、ガン・ドメインの抑制効果を実験的に確認している。
(3) 半導体上に置かれた板状フェライトの表面静磁波を理論的に取扱い、半導体の導電率に対して、
表面波の分散関係は大きく変化し、後進波特性が現われることを明らかにしている。さらに表面静
磁波と電荷波との相互作用を検討し、きわめて狭帯域ではあるが、高い増幅度が得られることを明
らかにしている。
このように本論文は電子工学の進歩に寄与するところ大であり、博士論文として価値あるものと認
める。
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